DISPOSITIUSELECTRONICS

Enginyeria Electronica

Obligatoria: 7,5 credits (4,5+3)

Sesi6n inicial (1 h.)

Tema 0. Actualidad y futuro de los dispositivos electr dnicos (2h)

Temal. Fundamentos de fisica de semiconductoresy transporte electrénico (6 h.)
1.1 Introduccion alos semiconductores (2 h.)
1.2 Concentracion de portadores (2 h.)
1.3 Propiedades de transporte de portadores (2 h.)

Tema 2. El diodo de union PN (8 h.)
2.1 Electrostética de la union PN. (2 h.)
2.2 Union PN fuera del equilibrio. Corrientes. (2 h.)
2.3 Comportamiento dinamico del diodo PN. (2 h.)
2.4 Modelos SPICE del diodo. Contactos metal -semiconductor. Fabricacion de un diodo.
Introduccion ala tecnologia microelectrénica. (2 h.)

Tema 3. El transistor MOS (15 h.)
3.1lLaestructuraMOS (3 h.)
3.2 El tr ansistor MOS de canal largo (3 h.)
3.3 Escalado del MOSFET. MOSFETSs de pequefia dimensién: efectos de canal corto
y canal estrecho (3h.)
3.4 Tecnologia de fabricacion. Modelizacion del MOSFET en SPICE (2 h.)
3.5 Optimizacion de las prestaciones del MOSFET en circuitos. (4 h.)

Tema 4. El trangistor bipolar (10 h.)
4.1 Estructura bésica y principio de funcionamiento. (2 h.)
4.2 Analisis cuantitativo delascorrientesen el transistor bipolar. (3h.)
4.3 Modelos compactos del transistor bipolar. Respuesta a pequefia sefial y

comportamiento en conmutacion. (2 h.)
4.4 Disefio y optimizacion del transistor bipolar en circuitos
digitalesy analdgicos. (3h.)

(Jordi Suiié)

1. Hojas de problemas/lecturas de entrega obligatoria; 20%

2. Précticas (evaluacion en laboratorio y memoria); 20%

3. Examen fina 60%

- Preguntas cortas (50%); sin libros

- Problemas (50%); con libros, apuntes...

Requisito para aprobar: nota minima de 4 en el examen

Las précticas son obligatorias y condicién “sine qua hon” para aprobar la asignatura.
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